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(4)有機金属イオンビーム法により、 SiC 結晶成長温度としては極めて低温の5000Cでシリコン基板 (111) 面上に立
方晶系3C-SiC のヘテロエピタキシャル成長させることに成功し、その結晶性も 10000C以上で成長させたものと
同等であることを見出している。
(5) シリコン基板 (001)面上の SiC 薄膜の成長実験において、ある特定の条件下では上面が平坦な 100nm 角程度の
ナノ結晶構造が自己組織化的に成長することを発見している o
(6)メチルシリセニウムイオンのエネルギーを変化させた堆積実験では、 60eV 以上では3C-SiC のみの結晶成長であ
るが、 40eV では3C-SiC と 2H-SiC が共存成長することを見出し、これはイオンの運動量と電荷の効果によるも
のであることを推論している。
以上のように、本論文は、極低エネルギーイオンビーム法をより大きく発展させるとともに、ワイドギャップ半導
体として期待されている炭化ケイ素薄膜結晶の形成過程に関し新しい多くの知見を得ており、生産科学、とくに材料
表面科学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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